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La presente invention concerne un procede 
ameliore de transfert d ' une couche de materiau issue 
d'un substrat source, sur un substrat support, au cours 
de la fabrication de substrats composites notamment pour 
5- l'optique, 1 1 opto-electronique ou 1 1 electronique . 

De nouvelles techniques ont recemment ete 
developpees pour permettre le transfert d'une couche 
d'un materiau, notamment semi-conducteur , "processee" ou 
non, issue d'un premier substrat, dit substrat "source", 
10 sur un second substrat, dit substrat "support". 

Le terme "couche "processee" designe une 
couche de materiau ayant subi certaines etapes ou toutes 
les etapes d'un procede technologique permettant de 
former des composants electroniques . 
15 Ces techniques de transfert utilisent comme 

substrat source, un substrat fragilise par implantation 
d'especes atomiques, un substrat presentant une zone 
poreuse enterree ou un substrat a deux couches collees 
l'une contre 1 1 autre a 1 1 aide d'une interface de collage 
20 dont 1 ' energie de collage est controlee. 

Ces techniques vont maintenant etre decrites 
rapidement en faisant reference aux figures 1 a 3 
jointes. 

Le substrat source 1 fragilise par l'une des 
25 techniques mentionnee ci-dessus est mis en contact avec 
un substrat support 2 de fagon a former un empilement, 
puis • l'on procede au detachement de la couche a 
transferer 11 du reste 12 du substrat source, le long de 
la zone de f ragil isation 13 de ce substrat, par exemple 
30 par 1 ' application de contraintes d'origine mecanique. 

Ces contraintes d'origine mecanique sont 
generalement des contraintes de traction et/ou de 
flexion et/ou de cisaillement . 
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Elles peuvent etre appliquees, par exemple, 
par un bati de traction, par une lame telle qu'une 
guillotine introduite sur le cote de 1 1 empilement 
precite, au niveau de la zone de f ragilisation 13 ou par 
5 un jet de fluide (liquide ou gaz) applique lateralement 
au niveau de cette meme zone de f ragilisation . 

L 1 application de ces contraintes mecaniques 
permet de favoriser la propagation d'une fissure au 
niveau de la zone de f ragilisation 13 . 

10 Lorsque les deux substrats 1 et 2 sont 

appliques 1 1 un contre l'autre par adhesion moleculaire, 
c'est a dire sans 1 1 utilisation de colle ou d'un film 
adhesif, le transfert de la couche a reporter 11 est 
possible si la tenue mecanique de cette couche 11 sui; le 

15 substrat source 1 est largement inferieure a la tenue, 
mecanique de cette couche 11 sur le substrat support 2. 

Par contre, cette condition n'e^t plus, 
respectee si 1 1 on utilise de la colle, car le volume 
exact de colle depose est difficile a controler. Comme 

20 on peut le voir sur la figure 2, il se produit alors 
bien souvent des debordements 3 0 de colle 3 sur les 
chants 10, 20 (ou bords lateraux) respectifs des 
substrats 1, 2, de sorte que la peripherie de la zone de 
f ragilisation 13 debouchant au niveau du chant 10 du 

25 substrat source 1 se retrouve masquee. 

II est alors tres difficile de conduire 
correctement le detachement de la couche 11 a 
transferer, par 1 ' application de contraintes mecaniques. 

L f effort mecanique a appliquer devient tres 

30 important, ce qui peut conduire au clivage des substrats 
et notamment du substrat support 2, selon des lignes de 
fracture 21 qui ne s ' etendent plus dans le plan de la 
zone de f ragilisation 13, mais de fagon aleatoire et 
done imprevisible dans l'epaisseur de ce substrat 2 

35 (voir figure 3) . 
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La presente invention a pour but de remedier a 
ces inconvenients et notamment d'ameliorer les precedes 
mecaniques de report de couches, afin d'eviter qu'un 
excedent de la matiere deposee au niveau de 1 1 interface 
5 de. collage entre un substrat source et un substrat 
support ne masque le bord d'attaque de la zone de 
f ragilisation . 

Ce but est atteint a 1 ■ aide d'un procede de 
transfert d'une couche de materiau issue d'un substrat 
10 source, sur un substrat support, pour la fabrication 
d'un substrat composite pour des applications dans les 
domaines de 1 1 electronique , l'optique ou 

1 1 optoelectronique, ledit substrat source presentant une 
zone de f ragilisation intercalee entre la couche de 
15 materiau a transferer et le reste dudit substrat source, 
ce procede comprenant au moins les etapes consistant a : 

- deposer un apport de matiere, sur l*une des 
faces, dite « face avant » du substrat source ou sur la 
face avant du substrat support ou sur les deux, 
20 -appliquer ledit substrat source et ledit 

substrat support I'un contre I 1 autre, leurs faces avant 
respect ives etant en regard l'une de 1 ! autre, et 

-detacher ladite couche a transferer du reste 
du substrat source, le long de la zone de f ragilisation, 
25 par application d'une contrainte d'origine mecanique . 

Conf ormement a 1' invention, avant 1 1 etape de 
depot de la matiere, on menage a 1 ' interieur d'au moins 
1 1 un des deux substrats, au moins un evidement de 
reception de 1 1 excedent de matiere apportee, cet 
30 evidement debouchant sur la face avant du substrat a 
1' interieur duquel il est menage. 

Selon d'autres caracteristiques avantageuses 
et non limitatives de 1' invention prises seules ou en 
combinaison : 

; 35 -ledit evidement communique avec la face 

arriere du substrat dans lequel il est menage ; 



# 
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- l'evidement presente la forme d'une rainure 
annulaire debouchant sur la face avant du substrat dans 
lequel elle est menagee ; 

- l'evidement peut etre realise par gravure 
5 humide, par gravure seche, par un usinage mecanique a 

l'aide d'une scie ou d'un faisceau laser ; 

- la zone de f ragilisation est formee par 
implantation d'especes atomiques ou est formee d'une 
couche poreuse ou d 1 une interface de collage 

10 demontable ; 

- l'evidement prevu dans le substrat source 
est realise avant l'etape d 1 implantation d'especes 
atomiques ; 

- la couche a transferer est constitute d'un 
15 materiau semi-conducteur ; M 

- la matiere apportee est de la colle.. ou un 
materiau adhesif. 

D'autres caracteristiques et avantages de 
1' invention apparaitront a la lecture de la description 
20 suivante d'un mode . de realisation prefere de 
1' invention. Cette description est faite en reference 
aux dessins annexes dans lesquels : 

les figures 1 a 3 sont des schemas 
illustrant les differentes etapes d'un procede de 
25 transfert de couche selon l f etat de la technique, 

les figures 4 a 7 sont des schemas 
illustrant les differentes etapes d'un premier mode de 
realisation du procede de transfert de couche conforme a 
1 1 invention, 

30 - les figures 8 a 11 sont des schemas 

illustrant les differentes etapes d'une variante du 
premier mode de realisation du procede represents sur 
les figures 4 a 1, 

- et la figure 12 est un schema illustrant une 
35 etape d'un second mode de realisation du procede de 

transfert de couche conforme a 1' invention. 



A- 



1 



1er deoot 



Les figures precitees sont des schemas sur 
lesquels les dif ferentes couches, leurs epaisseurs ou 
les evidements qui y sont menages ne sont pas 
representees a l'echelle, les caracteristiques que 1 1 on 
5 souhaitait decrire plus precisement ayant volontairement 
ete agrandies a des fins de clarification. 

Dans la suite de la description, les 
differents substrats decrits sont consideres comme ayant 
la forme d'un disque ou d'un cylindre, car c 1 est la 

10 forme qu'ils presentent le plus couramment, toutefois, 
cette caracteristique n'est pas limitative et ces 
substrats pourraient presenter d'autres formes. 

L' invention s 1 inscrit dans le cadre d'un 
procede de transfert d'une couche de materiau 41 issue 

15 d'un substrat source 4, sur un substrat support 5, au 
cours de la fabrication d'un substrat composite pour des 
applications dans les domaines de 1 ' electronique , de 
l'optique ou de 1 ' optoelectronique , (voir figure 4). Le 
terme « composite » signifie que ce substrat presente 

20 plusieurs couches . 

Dans la suite de la descriptions et des 
revendications, les termes « substrat source » et 
substrat support » doivent etre interpretes comme 
englobant aussi bien un substrat unique en un materiau 

25 donne qu'un empilement de couches de materiaux dont les 
natures sont event uellement dif ferentes. 

Le substrat source 4 presente un chant lateral 
cylindrique 4 0 , une face 44 f dite "face avant" et une 
face opposee 45, dite ".face arriere" . 

30 De plus, ce substrat source 4 presente 

interieurement une zone 43, dite "zone de 
f ragilisation" . 

Le terme "zone de f ragilisation" designe d'une 
maniere generale une zone fragile du substrat source 4, 

35 le long de laquelle les deux couches situees de part et 
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d' autre se detacheront plus facilement l'une de 1* autre 
ulterieurement . 

Ainsi, la zone de f ragilisation 43 peut par 
exemple etre une zone obtenue par implantation d'especes 
5 atomiques a 1 1 interieur du substrat source 4 . Dans ce 
cas, cette zone 43 est intercalee entre une couche de 
materiau 41 qui sera ulterieurement transferee et le 
reste 42 dudit substrat source, cette couche 41 et le 
reste 42 etant realises dans le meme materiau. La couche 

10 a transferer 41 s ' etend entre ladite face avant 44 et la 
zone de f ragilisation 43. 

Lorsque la zone de f ragilisation 43 est 
obtenue par implantation d'especes atomiques, celle-ci 
s'effectue depuis la face avant 44 du substrat source, 4. 

15 Par implantation d'especes atomiques/ on 

entend tout bombardement d'especes atomiques, 
moleculaires ou ioniques, susceptible d'introduire ces 
especes dans un materiau, a une certaine profondeur par 
rapport a la surface bombardee 44, avec un maximum, de 

20 concentration de ces especes a cette profondeur, , cette 
derniere etant determinee par 1 1 energie d 1 implantation 

de ces especes. 

L 1 implantation . des especes atomiques dans 
ledit substrat source 4 peut etre realisee par exemple 
25 grace a un implanteur par faisceau d'ions ou un 
implanteur par immersion dans un plasma. 

De preference, cette implantation est realisee 
par bombardement ionique . De preference, 1 ' espece 
ionique implantee est de . 1 ' hydrogene . D'autres especes 
30 ioniques peuvent avantageusement etre utilisees seules 
ou en combinaison avec 1 T hydrogene, telles les gaz rares 
(l 1 helium par exemple) . 

On pourra par exemple se referer a la 
litterature concernant le procede connu sous la marque 
35 deposee "Smart-Cut". 
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La zone de f ragilisat ion 4 3 peut egalement 
etre constitute par une couche poreuse, obtenue par 
exemple par le precede connu sous la marque deposee 
"ELTRAN" de la societe Canon, decrit notamment dans le 
5 document EP-0 849 788. 

Dans ce cas, le substrat source 4 est 
constitue d'un empilement de couches comprenant au moins 
une couche de materiau 41 obtenue par reprise d'epitaxie 
sur une couche poreuse 43, cette derniere reposant sur 

10 le reste 42 du substrat source, le terme « reste » 
designant alors une couche unique de materiau. 

La zone de f ragilisation 43 peut egalement 
etre constitute d'une interface de collage dite 
« demontable », intercalee entre la couche 41 a reporter 

15 et le reste 42 constitue d'une ou plusieurs couches. Le 
terme « demontable » signifie que le collage n'est pas 
definitif, de sorte que le detachement de la c&uche 41 
du reste 42 peut etre realise ulterieurement . 

De fa^on similaire a ce qui vient d'etre 

20 decrit pour le substrat source 4, le substrat support 5 
presente un chant lateral cylindrique 50, une face avant 
54 et une face arriere 55. 

Ce substrat support 5 a un role de tenue 
me c an i que de 1' ensemble. 

25 Le substrat source 4 et le substrat support 5 

sont destines a etre appliques l'un contre 1 ' autre dans 
les etapes ulterieures du procede par leurs faces avant 
44 et 54 respectives. 

Conformement a 1' invention, avant de proceder 

30 au depot de la matiere referencee 6, comme cela sera 
decrit ulterieurement, on menage a 1 ' interieur d f au 
moins l'un des deux substrats 4 et 5, (voire des deux), 
au moins un evidement debouchant sur la face avant de 
celui-ci (ou de ceux-ci) . 

>35 Comme illustre sur les figures, cet evidement 

est destine a recueillir 1 ' excedent de la matiere 6 
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deposee entre les faces avant 44, 54 respectives des 
deux substrats 4 et 5 . 

Dans le premier mode de realisation de 
1* invention illustre sur les figures 4 a 7, cet 
5 evidement est realise a 1 1 interieur du substrat support 
5 et debouche sur la face avant 54. II porte dans ce 
cas, la reference numerique 56. 

Cet evidement 5 6 peut presenter une forme 
quelconque. De facpon avantageuse, il s'agit par exemple 
10 d'une rainure annulaire situee au voisinage de la 
peripherie du substrat 5 . 

Les dimensions de cet evidement 56 , c'est a 
dire sa largeur, sa longueur et sa profondeur seront 
choisies par l'homme du metier de fagon approprie% en 

Is 

15 fonction du volume excedentaire de matiere 6 que k'.on 
souhaite pouvoir y recevoir. * - 

Cet evidement 56 a pour but de creer uh espace 
tampon qui puisse recueillir un eventuel excedent,. de 
matiere 6 du par exemple au fait que le volume.^ de 

20 matiere ajoutee 6 n'est pas reproductible d'un substrat 
a l f autre. Le volume de 1' evidement 56 correspondra 
ainsi generalement a environ 10 a 20 % du volume total 
de la matiere 6 ajoutee. 

Par ailleurs, dans les procedes ou l'on depose 

25 un volume constant de matiere, (a l'aide d'une seringue 
par exemple), il devient possible grace a 1 1 invention 
d'introduire successivement dans la chaine de 
fabrication, des substrats dont les diametres varient 
legerement, sans avoir a modifier le volume de matiere 

30 depose . 

Cet evidement 56 peut etre realise de 
differentes fagons et notamment par des procedes dits 
"procedes a f roid" , c'est a dire effectues a une 
temperature inferieure a environ 400°C ou par des 
35 procedes dits "a chaud" , c'est-a-dire des procedes qui 
entrainent un echauffement du substrat a des 
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temperatures superieures a 400°C, mais cet echauf fement 
etant localise a l'endroit ou l'on effectue la gravure . 

Les procedes a froid sont la gravure humide et 
la gravure seche. 
5 La gravure humide consist e a appliquer un 

masque sur la face avant 54 du substrat support 5 . Ce 
masque, obtenu par photolithographies reproduit le 
dessin de 1 ' evidement 5 6 que l ! on souhaite realiser. A 
titre d'exemple, le masque peut etre realise a 1'aide 
10 d'une resine photosensible , d'une couche d'oxyde de 
silicium (Si0 2 ) ou d'une couche de, nitrure de silicium 
(Si 3 N 4 ) . 

On plonge ensuite le substrat ainsi prepare 
dans un bain de gravure constitue d'une solution 

15 chimique appropriee, maintenu a une temperature voisine 
de 70°C / tout en protegeant la face arriere 55 dudit 
substrat support 5 . ' 

Ce bain de gravure attaque selectivement la 
partie non protegee de la face avant 54 et permet la 

20 gravure de 1' evidement 56. Le temps pendant lequel on 
laisse le substrat 5 en contact avec ce bain de gravure 
determine la profondeur de la gravure ef fectuee. 

A titre d'exemple, lorsque l'on souhaite 
graver du silicium et que le masque est realise en Si0 2 

25 ou en Si 3 M 4/ on peut utiliser comme bain de gravure soit 
de la potasse (KOH) , soit du tetramethyl hydroxylamine 
(TMAH) . En effet, ces deux solutions chimiques 
permettent une tres grande selectivity entre le silicium 
et le Si0 2 ou le Si 3 N 4 .. • \ 

30 ► .A 1' issue de la gravure, le masque doit etre 

enleve. A titre d'exemple, on peut utiliser pour ce 
faire un solvant lorsque le masque est a base de resine 
ou une solution d'acide f luorhydrique (HF) (pour un 
masque en Si0 2 ) ou . de l'acide phosphorique (H 3 P0 4 ) a 

35 180°C (pour un masque en :Si 3 N 4 ) . 



1er depot 



10 



La gravure seche est egalement effectuee a 
travers un masque applique sur la face avant 54 du 
substrat 5. Ce masque pourra etre realise comme 
precedemment pour la gravure humide. 
5 La gravure seche est ensuite effectuee par un 

bombardement ionique qui associe 1' action balistique des 
ions avec leur action chimique . 

Un exemple de procede utilise pour la gravure 
seche est le procede connu sous l'acronyme « RIE », de 

10 1 ' expression anglosaxonne « Reactive Ion Etching », qui 
signifie « gravure ionique reactive ». Les composes 
chimiques utilises pour ce bombardement dependent 
fortement de la nature chimique de la couche a graver. A 
titre d' exemple, le silicium est grave ayec de 

15 1'hexaf luorure de soufre SF 6 , le carbure de silicium 
avec un melange d' hexaf luorure de soufre et d'oxygene 
(SF 6 /0 2 ) , 1'oxyde de silicium avec un ''melange 
d' hexaf luorure de soufre et d'oxygene (SF 6 /0 2 ) ou. avec 
un melange de trif luoromethane et d' hexaf luorurre de 

20 soufre (CHF 3 /SF 6 ) , et le nitrure de silicium est grave a 
1 ' aide d'un melange de trif luorure- de 

methane/oxygene/hexaf luorure de soufre (CHF 3 /0 2 /SF 6 ) . 

La gravure obtenue pourra varier en fonction 
des dif ferents parametres utilises tels que la tension 

25 appliquee ou la pression a 1 ' interieur de 1' enceinte 
dans laquelle est effectue ce procede. 

A la difference de la gravure humide, il n'est 
pas necessaire de proteger la face arriere du substrat 
avant la gravure. II s'agit d'une gravure monof ace . 

30 Le masque utilise est ensuite elimine comme 

decrit precedemment pour la gravure humide . 

Les procedes a chaud sont l'usinage mecanique 
effectue par exemple a l'aide d'une scie ou d'un laser. 
L'avantage de ce type de technique est de ne pas avoir a 

35 proteger ni la face avant ni la face arriere du 
substrat . 
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L'usinage raecanique peut etre effectue a 
l'aide d'une scie, par exemple en carbure de silicium, 
qui permet d'obtenir des rainures d' environ 100 /zm. 

L'usinage peut egalement etre realise a l'aide 
5 d'un faisceau laser qui va chauffer le materiau jusqu'a 
le faire f ondre . Cette technique permet d' automatiser 
l'usinage et de former une serie de segments de decoupe . 
Toutefois la matiere fondue a souvent tendance a se 
redeposer sur les bords en formant des bourrelets, de 

10 sorte qu' il est alors necessaire des les eliminer par 
une attaque chimique. Ceci suppose alors une protection 
des zones actives . 

A 1' issue de la formation de l'evidement 56, 
on depose la matiere 6 soit sur la face avant 44 du 

15 substrat source 4, (comme illustre sur la figure 5), 
soit sur la face avant 54 du substrat support 5 , soit 
sur les deux faces avant. Bien entendu, dans le 'deuxieme 
et le troisieme cas, le depot sur la face avant 54 est 
effectue apres la formation de l'evidement 56. 

20 Cette matiere 6 peut etre de la colle (par 

exemple une colle epoxyde ou cyanoacrylate) ou un 
compose adhesif, c'est-a-dire un compose liquide ou 
solide susceptible d'etre applique ou depose sur les 
substrats 4 ou 5 et permettant de les faire adherer I'un 

25 a 1' autre. A titre d' exemple d'un tel compose adhesif, 
on citera les polyimides, la cire ou le produit connu 
sous 1 ' acronyme « SOG », d' apres la terminologie 
anglosaxonne « Spin On Glass .», c'est-a-dire un oxyde 
liquide depose par centrif ugation. 

30 On applique ensuite les deux substrats l f un 

sur 1 'autre de fagon que ladite couche de matiere 6 soit 
intercalee entre leurs faces avant respectives 44 et 54 
et 1 1 on presse les deux substrats 4 et 5 l'un contre 
1 1 autre (voir figure 6) . Ceci a pour effet de faire 

35 penetrer 1 ' excedent de matiere 6 eventuel a 1 1 interieur 
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de 1 1 evi dement 56, en evitant que la matiere 6 ne 
deborde en direction des chants 40 et 50 . 

Enfin, on detache la couche a transferer 41, 
du reste 42 du substrat source 4, le long de la zone de 
5 f ragilisation 43, par application d 1 une contrainte 
d'origine mecanique, (voir figure 7) . 

Cette contrainte est par exemple une 
contrainte de traction et/ou de flexion et/ou de 
cisaillement . 

10 Cette contrainte peut etre appliquee, par 

exemple, par un bati de traction, par une lame telle 
qu'une guillotine introduite sur le chant 40 du substrat 
source 4 au niveau de la zone de f ragilisation 43, - ou 
par un jet de fluide (liquide ou gaz) applicjue 

15 lateralement au niveau de cette meme interface. 

A titre d' exemple, on pourra se reporter aux ; 
documents FR 2 796 491 et EP 0 849 788 qui decrivent des 
procedes de detachement de deux couches l'une sde 
1' autre, respect ivement a 1'aide d'un jet de gaz (air) 

20 et d'un jet de liquide (eau) . 

Le detachement s'effectue horizontalement ^le 
long de la zone de f ragilisation 43 et verticalement a 
1' aplomb ou sensiblement a 1' aplomb de la limite 
exterieure de la couche de matiere 6 . 

25 Selon une deuxieme variante de realisation du 

procede de 1' invention, il est egalement possible de 
menager 1 1 evidement de reception de 1 1 excedent de 
matiere 6 sur la face avant 44 du substrat source 4. 

Cet evidement porte alors la reference 

30 numerique 46 et le procede correspondant est illustre 
sur les figures 8 a 11. Hormis la position de 
1' evidement, les etapes successives du procede 
representees sur ces figures sont similaires aux figures 
4 a 7, et leur description ne sera pas reprise en 

35 detail . 
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Toutefois, dans ce cas particulier, on evitera 
1 ' utilisation du laser pour former 1 7 evidement 46, car 
des couches metalliques par exemple ou une couche 
fragilisee obtenue par un procede d' implantation 
5 d'especes atomiques risqueraient de ne pas supporter 
- l'echauf fement localise provoque par le laser. 

En outre, si l'usinage est realise par un 
procede a chaud (usinage mecanique) et si la zone de 
f ragilisation 43 est obtenue par implantation d'especes 
10 atomiques, alors cet evidement 4 6 sera forme avant 
1 ' etape d ' implantation d'especes atomiques, pour eviter 
que 1' elevation localisee de la temperature ne provoque 
le detachement de la couche 41 du reste 42 du substrat 

4 

15 En outre, . lorsque la face avant 44 est une 

surface "processee" , la gravure sera realisee au niveau 
des chemins de decoupe (zones non actives de la face 
avant 44), pour limiter la perte de surface. 

De plus, on notera que la profondeur de 

20 l'evidement 46 est au moins egale a la profondeur a 
laquelle se situe la zone de f ragilisation 43; (ce qui 
correspond a l'epaisseur de la couche a reporter 41). 

Enfin, il est egalement possible de prevoir 
simultanement des evidements 46 et 56 respectivement sur 

25 les deux faces avant des substrats 4 et 6. Ceci permet 
d'augmenter encore le volume disponible pour recueillir 

I * excedent de matiere 6. 

La figure 12 illustre un deuxieme mode de 
realisation de 1 1 evidement de reception de 1 1 excedent de 
30 matiere. 6. Sur cette .figure, le substrat source 4 . et le 
substrat support 5 sont represent es applique l'un contre 

I I autre . 

Selon ce mode de realisation, 1 1 evidement 
menage dans un substrat communique avec la face arriere 
35/ de celui-ci par 1 ■ intermediaire d'un canal. 
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A des fins de simplification des schemas, on a 
choisi arbitrairement de representer une premiere 
variante de realisation de ce canal sur le subs t rat 
support 5 et une seconde variante sur le substrat source 
5 4, toutefois, 1 1 inverse est egalement possible. 

Selon la premiere variante, 1 1 evi dement . 56 de 
forme quelconque debouchant sur la face avant 54 
communique avec la face arriere 55 du substrat 5 par un 
canal 57 reliant un point quelconque de son fond a 
10 ladite face arriere. 

Selon la seconde variante , 1 ' evidement est 
uniquement const itue par un canal 4 7 t raver sant le 
substrat source 4 de part en part. f 

Comme evoque precedemment , il est egalement 
15 possible de realiser des evidements et des cariaux 
simultanement dans le substrat source 4 et dans ./ le 
substrat support 5 que l'on applique I'un'' contre 
1 1 autre . 

* ■ 

Ces canaux 47, 57 sont formes par les memes 
20 techniques que celles utilisees pour la formation ^des 
evidements 46, 56 et de preference, par des techniques 
de gravure humide ou seche qui permettent d'effectuer 
une gravure plus prof onde . 

Un tel canal 47 ou 57 permet a 1 1 excedent de 
25 matiere 6 d'etre evacue au niveau des faces arrieres 45, 
55 des substrats. Le canal etant un volume ouvert vers 
l'exterieur, ceci autorise une plus grande variation du 
volume de matiere 6 applique. 

Ce procede s ! applique a des substrats 4,5 en 
30 materiaux divers, notamment semi - conduct eurs , utilises 
dans le domaine de l f optique, 1 1 electronique et I'opto- 
electronique . 

On citera par exemple le silicium, le 
germanium, le carbure de silicium (Sic) , ou des 
35 materiaux 1II-V, c'est-a-dire des composes dont l'un des 
elements appartient a la colonne Ilia de la 
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classification periodique des elements et 1 ' autre a la 
colonne Va, par exemple 1 ' arseniure de gallium (AsGa) , 
ou le phosphure d' indium (InP) . 
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REVEND I CAT I ONS 

1. Procede de transfert d'une couche de 
materiau (41) issue d'un substrat source (4), sur un 
substrat support (5), pour la fabrication d 1 un substrat 
composite pour des applications dans les domaines de 
5 1 ' electronique, l'optique ou 1 1 optoelectronique , ledit 
substrat source (4) presentant une zone de f ragilisation 
(43) intercalee entre la couche de materiau a transferer 
(41) et le reste (42) dudit substrat source, ce procede 
comprenant au moins les etapes consistant a : 
10 - deposer un apport de matiere (6) , sur l'une 

des faces (44) , dite « face avant » du substrat source 
(4) ou sur la face avant (54) du substrat support (5) ou 

w 

sur les deux, 

appliquer ledit substrat source '(4) et 
15 ledit substrat support (5) l'un contre 1 'autre, leurs 
faces avant respect ives (44, 54) etant en regard l'une 
de l 1 autre, et 

detacher ladite couche a transferer (41) du 
reste (42) du substrat source (4) , le long de la zone de 
20 f ragilisation (43) , par application d'une contrainte 
d 1 origine mecanique , 

caracterise en ce qu ' avant 1 * etape de depot 
de la matiere (6), on menage a 1 ! interieur d'au moins 
l'un des deux substrats (4, 5), au moins un evidement 
25 (46, 47 ; 56, 57) de reception de 1 1 excedent de matiere 
apportee (6) , cet evidement debouchant sur la face avant 
(44, 54) du substrat (4, 5) a 1' interieur duquel il est 
menage . 

30 2. Procede selon la revendication 1, 

caracterise en ce que ledit evidement (46, 47 ; 56, 57) 
communique avec la face arriere (45, 55) du substrat (4, 
5) dans lequel il est menage. 
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3. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que 1 1 evidement (46, 56) presente la 
forme d'une rainure annulaire debouchant sur la face 
avant (44, 54) du substrat (4, 5) dans lequel elle est 
menagee . 

4. Procede selon l'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce que 
1" evidement (46, 47 ; 56, 57) est realise par gravure 
humide . 



5. Procede selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 3, caracterise en ce que l 1 evidement 
(46, 47 ; 56, 57) est realise par gravure seche . 

6. Procede selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 3, caracterise en ce que 1 ' evidement 
(46, 47 ; 56, 57) est realise par un usinage mecanique a 
1 ' aide d'une scie ou d'un faisceau laser. 

7. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la zone de f ragilisation (43) est 
formee par implantation d'especes atomiques . 

8* Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la zone de f ragilisation (43) est 
formee d'une couche poreuse . 

9. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la zone de f ragilisation (43) est 
formee d'une interface de collage demontable. 

10. Procede selon les revendications 6 et 7 , 
caracterise en ce que 1 ' evidement (46, 47) prevu dans le 
substrat source (4) est realise avant l'etape 
d' implantation d'especes atomiques. 
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11. " Precede selon 1 ' une quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce que la 
couche a transferer (41) est constitute d'un materiau 
semi-conducteur . 

12. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la matiere apportee (6) est de la 
colle ou un materiau adhesif . 
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